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Abstrak
 

Jenis kecenderungan ikatan lokal atomik lapisan tipis amorf silikon karbon terhidrogenasi (a-Sit-rCx: H)

hasil deposisi sputtering dengan target grafit dan silikon telah ditentukan dengan menggunakan prosedur

minimasi. Prosedur minimasi dilakukan terhadap fungsi dielektrik kompleks hasil eksperimen dengan fungsi

dielektrik kompleks model tetrahedron yang dikembangkan oleh Mui-Smith. Lapisan tipis a-Si1-xC1:H

yang dihasilkan dengan target grafit memiliki kecenderungan ikatan lokal atomik CD (chemically

disordered) sedangkan hasil dart target silikon memiliki jenis kecenderungan ikatan lokal atomik CORD

(chemical ordering with homogeneous dispersion). Kehadiran void pada lapisan tipis a-Si1-xCx: H untuk

kedua jenis target juga dapat diketahui dari prosedur minimasi. Jumlah void yang cenderung konstan pada

lapisan tipis yang dihasilkan dengan target grafit mendukung hasil para peneliti lain bahwa jumlah void

bukan dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi karbon tetapi karena peningkatan hydrogen. Lapisan tipis

yang dihasilkan dengan menggunakan target grafit memiliki jumlah void yang lebih tinggi dibandingkan

lapisan tipis yang dihasilkan dart target silikon atau lapisan tipis yang dihasilkan dengan target silikon lebih

kompak dibandingkan hasil target grafit.

<hr><i>

Determination of Local Atomic Bonding Preferences of Amorphous Silicon Carbon Deposited by 2

Sputtering Targets : Graphite and Silicon. The preferences of local atomic bonding of amorphous silicon

carbon films deposited by graphite and silicon target has been determined by minimizing procedure. The

experimental complex dielectric function has been minimized by complex dielectric function model

developed by Mui-Smith. The preferences of local atomic bonding for films deposited by graphite target

was chemically disordered (CD) whereas for films deposited by silicon target was chemical ordering with

homogeneous dispersion (COHD). Minimization procedure shows the presence of voids in the films for both

silicon and graphite targets. The monotonic behavior of voids with carbon concentration for films deposited

by graphite target agree with other's researcher results that the amounts of void are not influenced by

increasing carbon concentration but are influenced by hydrogen concentration. The films deposited by

graphite target contain more voids than silicon target or films deposited by silicon target have a compact

structure than graphite target.</i>
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